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《模拟电子技术名校考研真题详解》

前言

　　模拟电子技术是电子、电气、信息等相关学科的重要专业基础课程，也是相关专业硕士研究生入
学考试的必考内容之一。为了帮助广大读者掌握电路课程的学习方法和解题思路，顺利通过研究生入
学考试或大学期末考试，我们在综合分析各大院校近年来出题特点的基础上，编写了本书。　　本书
共分为10章，每章包括三部分内容：第一部分主要是根据各高校的教学大纲、考试大纲等，对本章的
重点和难点进行归纳，并进行简要解析；第二部分主要是精选知名院校近年的考研真题，并进行详细
解答；第三部分主要是精选知名院校近年的本科期末考试真题，并进行详细解答。本书具有以下主要
特点：　　所选题目均为知名院校近年的考研或期末考试真题，这些题目具有很强的有代表性。　　
通过这些真题及其详解，读者可以在很大程度上判断和把握相关院校考研和大学期末考试的出题特点
和解题要求等。　　对所有考试真题均进行了详细解答。了解历年真题不是目的，关键是要通过真题
解答掌握和理解相关知识点。　　本书特别适合备战电路考研和大学期末考试的读者，对于参加相关
专业同等学力考试、自学考试、资格考试的考生而言，本书也具有较高的参考价值。　　参与本书编
写的人员主要有辛灵轩、张永翰、陈志、董兵兵、许明波、孔丽娜、张彩云、汤明旺、辛灵暖、段辛
云、段辛雷等。　　我们始终抱着一种严肃、认真的态度来编写本书，力求使内容准确、完整，但由
于编者水平有限，时间仓促，不妥之处在所难免，恳请广大读者批评和指正。
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《模拟电子技术名校考研真题详解》

内容概要

《模拟电子技术名校考研真题详解》分为10章，每章包括三部分内容：第一部分是重点与难点解析：
第二部分是名校考研真题详解；第三部分是名校期末考试真题详解。《模拟电子技术名校考研真题详
解》所选题目均为知名院校近年的考研和期末考试真题，《模拟电子技术名校考研真题详解》对所有
真题均进行了详细解答。通过这些真题及其详解，读者可以了解和掌握相关院校考研、期末考试的出
题特点和解题方法。
《模拟电子技术名校考研真题详解》特别适合备战考研和大学期末考试的读者，对于参加相关专业同
等学力考试、自学考试、资格考试的考生也具有较高的参考价值。
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章节摘录

　　在P型半导体和N型半导体结合后，在它们的交界处就出现了电子和空穴的浓度差，N型区内的电
子很多而空穴很少，P型区内的空穴很多而电子很少，这样电子和空穴都要从浓度高的地方向浓度低
的地方扩散，因此，有些电子要从N型区向P型区扩散，也有一些空穴要从P型区向N型区扩散。　　
②电子和空穴的复合形成了空间电荷区。　　电子和空穴带有相反的电荷，它们在扩散过程中要产生
复合（中和），结果使P区和N区中原来的电中性被破坏。P区失去空穴留下带负电韵离子，N区失去
电子留下带正电的离子，这些离子因物质结构的关系，它们不能移动，因此称为空间电荷，它们集中
在P区和N区的交界面附近，形成了一个很薄的空间电荷区，这就是所谓的PN结。　　③空间电荷区
产生的内电场E又阻止多子的扩散运动。　　在空间电荷区后，由于正负电荷之间的相互作用，在空
间、电荷区中形成一个电场，其方向从带正电的N区指向带负电的P区，由于该电场是由载流子扩散后
在半导体内部形成的，故称为内电场。因为内电场的方向与电子的扩散方向相同，与空穴的扩散方向
相反，所以它是阻止载流子的扩散运动的。　　综上所述，PN结中存在着两种载流子的运动：一种是
多子克服电场的阻力的扩散运动；另一种是少子在内电场的作用下产生的漂移运动.因此，只有当扩散
运动与漂移运动达到动态平衡时，空间电荷区的宽度和内建电场才能相对稳定。由于两种运动产生的
电流方向相反，因而在无外电场或其他因素激励时，PN结中无宏观电流。
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精彩短评

1、感觉可以，希望以后各学校考点或各知识内同考点详细。。。
2、棒别人买的，速度比较快！
3、一页纸上没有一处错误它难受！
4、书中内容的难度似乎有点大，或者我学的不够好，以后多多努力
5、好书，我们的教科书只有当当网是正品！
6、大部分都是习题讲解，练的题目少了。但是给的题都有针对性，有利于提高解题能力
7、例题都是考研真题，就是有点老了，建议赶快更新近年真题
8、还不错，可以考研买来做做，多见识真题
9、儿子指定的图书，但愿对他的学习有帮助
10、这本书纯粹就是题目然后答案没有注释，基础不好的同学看起来很吃力
11、知识丰富！详细具体！
12、和数电一样，内容丰富但似乎错误多了一些，看书时要有自己的分辨能力。
13、出版日期是2010年，很多真题多选取06年、08年各高校的考研试题，作者也不出新版，哎
14、正品的书，纸质很好，内容是各个名校的考题，挺有用的
15、不错，蛮喜欢这本书。
16、内容充实，印刷不错。选题略显旧，选择题目来自的学校略少。不过依然是考研适合使用的复习
资料、
17、最大的缺点就是版本太老了。。。
18、书不错，可惜没有近几年的题
19、我认为还行 ，全是题，作了几套。
20、刚刚到手的书 感觉里面的题目有些是几年前的 希望再版更新些题目
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